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摘要(译)

从发光器件的像素部分中的EL元件发射的不同颜色的光的亮度相等，并
且从EL元件发射的光的亮度升高。发光器件的像素部分具有EL元件，其
EL层包含三重态化合物和EL元件，其EL层组合含有单线态化合物。因
此，从多个EL元件发射的光的亮度相等。此外，空穴传输层具有层压结
构，从而使EL元件发出更高亮度的光。
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